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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (20), comprising: at least two optoelectronic semiconductor chips
(21), which are designed to emit electromagnetic radiation during operation; at least one connecting element (22), which is electrically
conductive, flexible and extensible; and a shaped body (23), which surrounds the at least two optoelectronic semiconductor chips (21)
and the at least one connecting element (22) at least in some locations, wherein the optoelectronic semiconductor chips (21) are each
arranged on a carrier (24). The invention further relates to a method for producing an optoelectronic component (20).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches Bauteil (20) angegeben mit mindestens zwei optoelektronischen Halbleiter-
chips (21), die dazu ausgelegt sind im Betrieb elektromagnetische Strahlung zu emittieren, mindestens einem Verbindungselement (22),
welches elektrisch leitfahig, flexibel und dehnbar ist, und einem Formkérper (23), welcher die mindestens zwei optoelektronischen
Halbleiterchips (21) und das mindestens eine Verbindungselement (22) zumindest stellenweise umgibt, wobei die optoelektronischen
Halbleiterchips (21) jeweils auf einem Tréger (24) angeordnet sind. AuBlerdem wird ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektro-
a nischen Bauteils (20) angegeben.
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Beschreibung

OPTOELEKTRONISCHES BAUTEIL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUTEILS

Es werden ein optoelektronisches Bauteil und ein Verfahren

zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils angegeben.

Eine zu losende Aufgabe besteht darin, ein dehnbares
optoelektronisches Bauteil anzugeben. Eine weitere zu ldsende
Aufgabe besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung eines

dehnbaren optoelektronischen Bauteils anzugeben.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das optoelektronische Bauteil mindestens
zwel optoelektronische Halbleiterchips, die dazu ausgelegt
sind im Betrieb elektromagnetische Strahlung zu emittieren.
Bei den optoelektronischen Halbleiterchips handelt es sich
zum Beigpiel um Lumineszenzdiodenchips wie Leuchtdiodenchips
oder um Laserdiodenchips. Die optoelektronischen
Halbleiterchips kénnen dazu ausgelegt sein im Betrieb
elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Bereich zu

emittieren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Bauteil mindestens ein Verbindungselement,
welches elektrisch leitfahig, flexibel und dehnbar ist. Das
Verbindungselement kann beispielsweise mit oder aus einem
Draht gebildet sein. Zum Beispiel weist das
Verbindungselement ein elektrisch leitfahiges Material wie
ein Metall auf. Dass das Verbindungselement flexibel ist,
kann bedeuten, dass das Verbindungselement reversibel oder

irreversibel in mindestens eine Richtung biegbar oder biegsam
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ist. Das bedeutet insbesondere, dass das Verbindungselement
reversibel oder irreversibel in mindestens eine Richtung
verformt, gebogen oder verbogen werden kann. Bevorzugt kann
das Verbindungselement in verschiedene Richtungen verformt,
gebogen oder verbogen werden. Das Verbindungselement kann
sowohl plastisch als auch elastisch verformt werden. Das
Verbindungselement kann somit verbiegbar oder krimmbar sein.
Insbesondere weist das Verbindungselement keine starre Form
auf. Das kann bedeuten, dass das Verbindungselement verbogen
werden kann, ohne dass das Verbindungselement dabei zerstort
oder zerbrochen wird. Dass das Verbindungselement dehnbar
ist, kann bedeuten, dass die Lange des Verbindungselements
reversibel oder irreversibel gedndert werden kann. Dabei kann
die Lange des Verbindungselements innerhalb eines
Toleranzbereiches gedndert werden, ohne dass das
Verbindungselement dabei zerstdrt wird. Eine Anderung der
Lange kann bedeuten, dass die Lange des Verbindungselements
verlangert oder verkiirzt wird. Somit kann das
Verbindungselement elastisch sein. Die optoelektronischen
Halbleiterchips und das Verbindungselement kdnnen mechanisch

miteinander verbunden sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Bauteil einen Formkorper, welcher die
mindestens zwei optoelektronischen Halbleiterchips und das
mindestens eine Verbindungselement zumindest stellenweise
umgibt. Der Formkorper kann mittels eines GieB- und/oder
Spritzverfahrens hergestellt werden. Unter diese Verfahren
fallen hierbei alle Herstellungsverfahren, bei denen eine
Formmasse in eine vorgegebene Form eingebracht wird und
insbesondere nachfolgend gehartet wird. Insbesondere umfasst
der Begriff GieB-Verfahren GieBen (casting), Spritzgielen

(injection molding), Spritzpressen (transfer molding) und
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Formpressen (compression molding). Der Formkdrper kann an die
optoelektronischen Halbleiterchips angeformt werden. Der
Formk&érper kann in direktem Kontakt mit den
optoelektronischen Halbleiterchips sein. AuBRerdem kann der
Formk&érper stellenweise beabstandet zum Verbindungselement

angeordnet sein.

Der Formkdrper kann ein Polymermaterial, wie zum Beispiel ein
Silikon oder mehrere Silikone, aufweisen. Insbesondere ist
der Formkérper flexibel und dehnbar. Weiter kann der
Formkorper durchlassig fiir die von den optoelektronischen
Halbleiterchips emittierte elektromagnetische Strahlung sein.
Das kann bedeuten, dass der Formkdrper transparent oder
transluzent fir die von den optoelektronischen

Halbleiterchips emittierte elektromagnetische Strahlung ist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils sind die optoelektronischen Halbleiterchips jeweils
auf einem Trager angeordnet. Bei dem Trager kann es sich
beispielsweise um einen Anschlusstrager, eine Leiterplatte,
eine bedruckte Leiterplatte oder um einen Wafer handeln. Der
Trager kann ein dreidimensionaler Kérper sein und
beispielsweise die Form eines Zylinders, einer Scheibe oder
eines Quaders aufweisen. Der Trager kann eine
Haupterstreckungsebene aufweisen. Die Haupterstreckungsebene
des Tragers verlauft beispielsweise parallel zu einer
Oberflédche, zum Beispiel einer Deckfldche, des Tradgers. Der
Trager kann ein Halbleitermaterial aufweisen. Reispielsweise
kann der Trdger Silizium aufweisen, auf das und/oder in das
elektrisch leitende Strukturen wie Leiterbahnen und/oder

Kontaktstellen auf- und/oder eingebracht sind.
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Der Tradger kann flexibel sein. Das kann bedeuten, dass der
Trager reversibel oder irreversibel in mindestens eine
Richtung biegbar oder biegsam ist. Das bedeutet insbesondere,
dass der Trager reversibel oder irreversibel in mindestens
eine Richtung verformt, gebogen oder verbogen werden kann.
Bevorzugt kann der Trager in verschiedene Richtungen
verformt, gebogen oder verbogen werden. Der Trager kann
sowohl plastisch als auch elastisch verformt werden. Der
Trager kann somit verbiegbar oder krimmbar sein. Insbesondere
weist der Trager keine starre Form auf. Das kann bedeuten,
dass der Trager verbogen werden kann, ohne dass der Trager

dabeil zerstdrt wird.

Der Formkdrper kann den Trager zumindest stellenweise
umgeben. Der Formkdrper kann stellenweise in direktem Kontakt
mit dem Trager sein. AuBerdem kann der Formkdrper an den

Trager angeformt sein.

Die optoelektronischen Halbleiterchips kdénnen mittels einem
Klebematerial oder einem Lotmaterial auf jeweils einem Trager
befestigt sein. Bei den optoelektronischen Halbleiterchips
kann es sich um oberfldchenmontierbare Halbleiterchips
handeln. Es ist weiter mdglich, dass die optoelektronischen
Halbleiterchips mindestens einen elektrischen Kontakt an
einer dem Trager abgewandten Seite aufweisen, wobei dieser
elektrische Kontakt tiber einen Bonddraht mit dem Trager

verbunden 1st.

Eine Strahlungsaustrittsseite der optoelektronischen
Halbleiterchips kann eine dem Trager abgewandte Seite sein.
Eine Hauptabstrahlrichtung der optoelektronischen
Halbleiterchips kann senkrecht zur Haupterstreckungsebene des

Tragers sein und vom Trager weg zeigen.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umfasst das optoelektronische Bauteil mindestens
zwel optoelektronische Halbleiterchips, die dazu ausgelegt
sind im Betrieb elektromagnetische Strahlung zu emittieren,
mindestens ein Verbindungselement, welches elektrisch
leitfahig, flexibel und dehnbar ist, und einen Formkdrper,
welcher die mindestens zwei optoelektronischen
Halbleiterchips und das mindestens eine Verbindungselement
zumindest stellenweise umgibt, wobei die optoelektronischen

Halbleiterchips jeweils auf einem Trager angeordnet sind.

Dem hier beschriebenen optoelektronischen Bauteil liegt unter
anderem die Idee zugrunde, dass eine Dehnbarkeit des
optoelektronischen Bauteils durch die Verwendung wvon
mindestens einem flexiblen und dehnbaren Verbindungselement
ermdglicht werden kann. Das Verbindungselement kann zwischen
je zwel optoelektronischen Halbleiterchips angeordnet sein.
Da auch der Formkdrper flexibel und dehnbar sein kann, kann
das optoelektronische Bauteil insgesamt flexibel und dehnbar
sein. Ein flexibles und dehnbares optoelektronisches BRauteil
ist in vielen Anwendungen vorteilhaft. Beispielsweise kann
das optoelektronische Bauteil an verschiedene Anwendungen
angepasst werden. Zum Beispiel kann ein optoelektronisches
Bauteil einer GroRe in verschiedenen Anwendungen
verschiedener GroRe verwendet werden. Dazu kann das
optoelektronische Bauteil flexibel verbogen werden und die
Lange des optoelektronischen Bauteils kann an die jeweilige
Anwendung angepasst werden. Aullerdem kann das
optoelektronische Bauteil in flexiblen Anwendungen,

beispielsweise Kleidungsstiicken, verwendet werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Bauteils ist im Formkdrper mindestens eine Kavitdt gebildet
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und das mindestens eine Verbindungselement ist in der Kavitat
angeordnet. Die Kavitadt ist eine Ausnehmung im Formkorper.
Somit ist die Kavitat frei vom Material des Formkdrpers. Das
Volumen der Kavitadt kann groBer als das Volumen des
Verbindungselements sein. Die Kavitat kann das
Verbindungselement von verschiedenen Seiten zumindest
stellenweise umgeben. Weiter kann die Kavitat direkt an den
Formk&érper angrenzen. Die Kavitdt kann mit einem Gas,
beispielsweise mit Luft, gefiillt sein. Daher ist das
Verbindungselement in der Kavitat beweglich. Dies ermdglicht
ein Verbiegen oder ein Dehnen des Verbindungselements in der
Kavitat. Durch das Verbiegen oder Dehnen des
Verbindungselements in der Kavitdt kann auch das gesamte
optoelektronische Bauteil gebogen oder gedehnt werden. Es ist
weiter méglich, dass das Verbindungselement in der Kavitat
gestaucht wird, und dass somit auch das optoelektronische
Bauteil gestaucht werden kann. ,Stauchen™ kann in diesem
Zusammenhang bedeuten, dass die Lange des Verbindungselements

verklrzt wird.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils sind die Trager jeweils fiir die vom jeweils
zugehdrigen optoelektronischen Halbleiterchip emittierte
elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise durchlédssig.
Das kann bedeuten, dass der Trager transparent oder
transluzent fir die vom Jjeweils zugehdrigen
optoelektronischen Halbleiterchip emittierte
elektromagnetische Strahlung ist. Vorteilhafterweise kann
somit vom optoelektronischen Halbleiterchip emittierte
elektromagnetische Strahlung auch an der Seite des Tragers
aus dem optoelektronischen Bauteil austreten. Daher kann

insgesamt die vom optoelektronischen Halbleiterchip
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emittierte elektromagnetische Strahlung in verschiedenen

Richtungen aus dem optoelektronischen Bauteil austreten.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist das Verbindungselement in Form einer Feder oder
einer Spule ausgebildet. Das kann bedeuten, dass das
Verbindungselement mindestens zwei Windungen aufweist. Das
Verbindungselement kann in Form eines Drahtes, welcher als
Feder oder Spule gewickelt ist, ausgebildet sein. Es ist
weiter méglich, dass es sich bei dem Verbindungselement um
eine Feder oder eine Spule handelt. Das Verbindungselement
kann ein elektrisch leitfdhiges Material aufweisen. Dass das
Verbindungselement in Form einer Feder oder einer Spule
ausgebildet ist, ermdglicht, dass das Verbindungselement
flexibel und dehnbar ist. Eine Feder oder eine Spule konnen
in verschiedene Richtungen gebogen werden. AuBerdem kénnen
eine Feder oder eine Spule in die Lange gezogen oder

gestaucht werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist das Verbindungselement mit mindestens einem der
Trager elektrisch verbunden. Der Trager kann einen
elektrischen Kontakt aufweisen, mit welchem das
Verbindungselement elektrisch verbunden ist. Uber den
elektrischen Kontakt des Tragers kann der zugehdrige
optoelektronische Halbleiterchip mit Energie versorgt werden.
Somit koénnen Uber die elektrische Verbindung zwischen dem
Verbindungselement und mindestens einem Tradger mehrere
optoelektronische Halbleiterchips elektrisch in Serie

geschaltet werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Bauteils weist der Formkdrper eine Formmasse auf. Die
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Formmasse kann durchldssig fir die von den optoelektronischen
Halbleiterchips im Betrieb emittierte elektromagnetische
Strahlung sein. Das kann bedeuten, dass die Formmasse
transparent oder transluzent fir die von den
optoelektronischen Halbleiterchips im Betrieb emittierte
elektromagnetische Strahlung ist. Die Formmasse kann mittels
eines Molding-Verfahrens an die optoelektronischen
Halbleiterchips und die Kavitat angeformt sein.
Vorteilhafterweise kann somit die von den optoelektronischen
Halbleiterchips im Betrieb emittierte elektromagnetische
Strahlung oder ein GroBteil der von den optoelektronischen
Halbleiterchips im Betrieb emittierten elektromagnetischen
Strahlung durch den Formkorper aus dem optoelektronischen

Bauteil austreten.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils weist die Formmasse ein Polymermaterial auf. Bei dem
Polymermaterial kann es sich um Silikon oder Silikone
handeln. Weiter ist es mdglich, dass es sich bei dem
Polymermaterial um ein Material handelt, welches dazu
ausgelegt ist die Wellenladnge der von den optoelektronischen
Halbleiterchips emittierten elektromagnetischen Strahlung zu
konvertieren. Vorteilhafterweise ist das Polymermaterial
durchlédssig fiir die von den optoelektronischen

Halbleiterchips emittierte elektromagnetische Strahlung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Rauteils sind in die Formmasse Konversionspartikel und/oder
Streupartikel eingebracht. Die Formmasse kann somit ein
Matrixmaterial sein. Die Konversionspartikel kdnnen dazu
ausgelegt sein die Wellenlange der von den optoelektronischen
Halbleiterchips im Betrieb emittierten elektromagnetischen

Strahlung zu konvertieren. Somit kann die Wellenlange oder
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die Farbe der vom optoelektronischen Bauteil im Betrieb
emittierten elektromagnetischen Strahlung eingestellt oder
verandert werden. Die Streupartikel kdnnen unterschiedliche
Formen und GroRen aufweisen. Die Streupartikel konnen
insbesondere strahlungsundurchlédssig sein. Das heiBt, dass
die Streupartikel die von den optoelektronischen
Halbleiterchips emittierte elektromagnetische Strahlung
absorbieren oder reflektieren. Es ist auch mdglich, dass die
von den optoelektronischen Halbleiterchips emittierte
elektromagnetische Strahlung an den Streupartikeln gestreut
wird. Somit kann die von den optoelektronischen
Halbleiterchips emittierte elektromagnetische Strahlung vom
optoelektronischen Bauteil in verschiedene Richtungen

abgestrahlt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils umgibt eine aulenseitige Ummantelung den Formkorper.
Die Ummantelung kann den Formkorper vollstandig umgeben. Die
Ummantelung kann als eine Schicht auf den Formko&rper
aufgebracht sein. Zum Beispiel weist die Ummantelung Nylon
oder Polyester auf. Die Ummantelung kann dazu dienen den

Formk&érper vor auBeren Umwelteinfliissen zu schiitzen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils sind die optoelektronischen Halbleiterchips derart
angeordnet, dass ihre Hauptabstrahlrichtungen verschieden
voneinander sind. Das kann bedeuten, dass einer der
optoelektronischen Halbleiterchips eine Hauptabstrahlrichtung
der emittierten elektromagnetischen Strahlung aufweist,
welche verschieden von der Hauptabstrahlrichtung eines
anderen optoelektronischen Halbleiterchips ist. Dazu kann
einer der optoelektronischen Halbleiterchips mit dem

zugehorigen Tradger um 180° zu einem anderen
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optoelektronischen Halbleiterchip mit dessen zugehdrigem
Trager verdreht angeordnet sein. Durch diese Anordnung kann
das optoelektronische Bauteil im Betrieb elektromagnetische

Strahlung in verschiedene Richtungen emittieren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils ist auf den Formkdrper stellenweise eine dehnbare
reflektierende Schicht aufgebracht. Die dehnbare
reflektierende Schicht kann an einer Seite auf den Formkérper
aufgebracht sein, welche einer Unterseite des Tragers
zugewandt ist, wobei die Unterseite des Tragers dem
optoelektronischen Halbleiterchip abgewandt ist. Die dehnbare
reflektierende Schicht kann an der dem Tradger zugewandten
Seite den Formkdrper vollstandig bedecken. Dass die dehnbare
reflektierende Schicht dehnbar ist, kann bedeuten, dass die
dehnbare reflektierende Schicht bei einer Dehnung, Stauchung
oder Verbiegung des Formkdrpers intakt bleibt. Mit anderen
Worten wird die dehnbare reflektierende Schicht bei einer
Dehnung, Stauchung oder Verbiegung des Formkdrpers nicht
beschadigt oder in einzelne Teile zerbrochen. Die dehnbare
reflektierende Schicht kann dazu ausgelegt sein von den
optoelektronischen Halbleiterchips im Betrieb emittierte
elektromagnetische Strahlung reflektieren. Dies ermdglicht,
dass von den optoelektronischen Halbleiterchips im Betrieb
emittierte elektromagnetische Strahlung nicht allseitig aus
dem Formk&rper austritt. Zum Beispiel tritt die von den
optoelektronischen Halbleiterchips im Betrieb emittierte
elektromagnetische Strahlung bevorzugt in einem mittels der
reflektierenden Schicht vorgegebenen Teilbereich aus dem

optoelektronischen Bauteil aus.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Bauteils ist zwischen jeweils zweil optoelektronischen
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Halbleiterchips ein Verbindungselement angeordnet. Das kann
bedeuten, dass das Verbindungselement mechanisch mit den
Tragern der zweil optoelektronischen Halbleiterchips verbunden
ist. Weiter kann das Verbindungselement elektrisch mit beiden
optoelektronischen Halbleiterchips verbunden sein. Dazu kann
das Verbindungselement elektrisch mit den zwei Tragern
verbunden sein. Da jeweils ein Verbindungselement zwischen
Jjeweils zweil optoelektronischen Halbleiterchips angeordnet
ist, ist das optoelektronische Bauteil insgesamt flexibel und

dehnbar.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils sind die optoelektronischen Halbleiterchips zwischen
einem Verbindungselement und einem weiteren
Verbindungselement angeordnet. Das weitere Verbindungselement
kann den gleichen Aufbau wie das Verbindungselement
aufweisen. Der Trager des optoelektronischen Halbleiterchips
kann mechanisch mit dem Verbindungselement und dem weiteren
Verbindungselement verbunden sein. Weiter kann der
optoelektronische Halbleiterchip elektrisch mit dem
Verbindungselement und dem weiteren Verbindungselement
verbunden sein. Dazu kann der Trager des optoelektronischen
Halbleiterchips elektrisch mit dem Verbindungselement und dem
weiteren Verbindungselement verbunden sein. Da die
optoelektronischen Halbleiterchips zwischen einem
Verbindungselement und einem weiteren Verbindungselement
angeordnet sind, ist das optoelektronische Bauteil insgesamt

flexibel und dehnbar.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils sind eine Vielzahl von optoelektronischen
Halbleiterchips und eine Vielzahl von Verbindungselementen

seriell angeordnet. Dabei kénnen die optoelektronischen
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Halbleiterchips und die Verbindungselemente abwechselnd
angeordnet sein. Das kann bedeuten, dass zwischen zwei
optoelektronischen Halbleiterchips jeweils ein
Verbindungselement angeordnet ist und dass zwischen zwei
Verbindungselementen jeweils ein optoelektronischer
Halbleiterchip angeordnet ist. Die optoelektronischen
Halbleiterchips und die Verbindungselemente konnen elektrisch
seriell verbunden sein. Insgesamt kann das optoelektronische
Bauteil mindestens zehn optoelektronische Halbleiterchips
aufweisen. Weiter kann das optoelektronische Bauteil
hochstens 70 optoelektronische Halbleiterchips aufweisen.
Somit kann es sich bei dem optoelektronischen Bauteil um eine
Kette handeln, welche dazu ausgelegt ist im Betrieb
elektromagnetische Strahlung zu emittieren. Die Lange des
optoelektronischen Bauteils kann mindestens 10 mm und
hdéchstens 50 cm betragen. Ein Querschnitt durch das
optoelektronische Bauteil kann hochstens 1 cm betragen. Da
das optoelektronische Bauteil flexibel und dehnbar ist, kann

es an verschiedene Geometrien angepasst werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauteils sind eine Vielzahl von optoelektronischen
Halbleiterchips und eine Vielzahl von Verbindungselementen
entlang eines Rings angeordnet sind. Bei dem Ring kann es
sich um eine geschlossene Kette von optoelektronischen
Halbleiterchips und Verbindungselementen handeln. Dabei
kénnen die optoelektronischen Halbleiterchips und die
Verbindungselemente jeweils abwechselnd angeordnet sein. Die
optoelektronischen Halbleiterchips und die
Verbindungselemente kénnen elektrisch seriell verbunden sein.
Das optoelektronische Bauteil kann hochstens zehn
optoelektronische Halbleiterchips aufweisen. Da das

optoelektronische Bauteil flexibel und dehnbar ist, kann der
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Ring von optoelektronischen Halbleiterchips und
Verbindungselementen an verschiedene Geometrien angepasst

werden.

Es wird aulerdem eine optoelektronische Komponente angegeben.
Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der optoelektronischen
Komponente umfasst die optoelektronische Komponente ein hier
beschriebenes optoelektronisches Bauteil und eine
Energieversorgung, mit welcher das optoelektronische Bauteil
elektrisch verbunden ist. Mindestens einer der
optoelektronischen Halbleiterchips oder mindestens ein
Verbindungselement ist elektrisch mit der Energieversorgung
verbunden. Die Energieversorgung ist insbesondere dazu
ausgelegt die optoelektronischen Halbleiterchips mit Energie

ZzU versorgen.

Es wird ferner ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauteils angegeben. Das optoelektronische
Bauteil ist bevorzugt mit einem hier beschriebenen Verfahren
herstellbar. Mit anderen Worten, samtliche fir das
optoelektronische Bauteil offenbarte Merkmale sind auch fiir
das Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen

Bauteils offenbart und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauteils umfasst das
Verfahren einen Verfahrensschritt, bei dem mindestens zwei
optoelektronische Halbleiterchips auf jeweils einem Trager
bereitgestellt werden, wobei die optoelektronischen
Halbleiterchips dazu ausgelegt sind im Betrieb
elektromagnetische Strahlung zu emittieren. Die
optoelektronischen Halbleiterchips kénnen jeweils durch

Kleben oder Ldten am Trager befestigt sein.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauteils umfasst das
Verfahren einen Verfahrensschritt, bei dem mindestens ein
Verbindungselement, welches elektrisch leitfdhig, flexibel
und dehnbar ist, bereit gestellt wird. Das Verbindungselement
kann mechanisch mit zwei Tradgern verbunden sein. Das
bedeutet, dass das Verbindungselement zwischen jeweils zwei
Tragern angeordnet sein kann. Somit kdnnen die Trager mit den
optoelektronischen Halbleiterchips und das mindestens eine

Verbindungselement als eine Kette miteinander verbunden sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauteils umfasst das
Verfahren einen Verfahrensschritt, bei dem die
optoelektronischen Halbleiterchips und das Verbindungselement
zumindest stellenweise mit einem Formkérper umformt werden.
Die optoelektronischen Halbleiterchips und das
Verbindungselement konnen durch den Formkdrper mittels eines
GieB- und/oder Spritzverfahrens umformt werden. Dazu kann
eine Formmasse in eine vorgegebene Form eingebracht werden

und nachfolgend gehédrtet werden.

Ein derart hergestelltes optoelektronisches Bauteil kann
insgesamt flexibel und dehnbar sein. Damit kann das
optoelektronische Bauteil in einer Vielzahl von Anwendungen
verwendet werden. Insbesondere kann das optoelektronische
Bauteil an verschiedene und komplizierte Geometrien angepasst

werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird vor
dem Umformen der optoelektronischen Halbleiterchips und des
Verbindungselements mit dem FormkoOrper mindestens eine

Kavitdat im Formkorper ausgebildet. Das Verbindungselement
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kann in der Kavitdt angeordnet sein. Die Kavitat kann derart
angeordnet sein, dass der Formkdrper zumindest stellenweise
beabstandet zum Verbindungselement angeordnet ist. AuBerdem
kann der Formkorper in direktem Kontakt mit den
optoelektronischen Halbleiterchips sein. Da das
Verbindungselement in der Kavitat angeordnet ist, welche frei
vom Formkorper ist, kann sich das Verbindungselement frei
bewegen. Durch die Mdglichkeit des Verbindungselements sich
in der Kavitat frei zu bewegen, ist auch das

optoelektronische Bauteil flexibel und dehnbar.

Im Folgenden werden das hier beschriebene optoelektronische
Bauteil und das hier beschriebene Verfahren zur Herstellung
eines optoelektronischen Rauteils in Verbindung mit
Ausfihrungsbeispielen und den dazugehérigen Figuren naher

erlautert.

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein

optoelektronisches Bauteil gemal einem Ausfihrungsbeispiel.

In den Figuren 2, 3 und 4 sind schematische Querschnitte
durch zwei weitere Ausfihrungsbeispiele des

optoelektronischen Bauteils gezeigt.

In den Figuren 5, 6A und 6B sind verschiedene Anwendungen von
Ausfihrungsbeispielen des optoelektronischen Bauteils

gezeigt.

In den Figuren 7A und 7B ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel

des optoelektronischen Bauteils schematisch dargestellt.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in

den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die



10

15

20

25

30

WO 2020/074252 PCT/EP2019/075696

_16_

Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
malstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder fir eine bessere

Verstandlichkeit lbertrieben groll dargestellt sein.

In Figur 1 ist ein schematischer Querschnitt durch ein
optoelektronisches Bauteil 20 gemall einem Ausfihrungsbeispiel
gezeigt. Der schematische Querschnitt zeigt lediglich einen
Ausschnitt des optoelektronischen Bauteils 20, was durch
gestrichelte Linien am Rand dargestellt ist. Der gezeigte
Aufbau des optoelektronischen BRauteils 20 kann sich somit an

die gestrichelten Linien anschlielend beliebig fortsetzen.

Das optoelektronische Bauteil 20 weist eine Mehrzahl von
optoelektronischen Halbleiterchips 21 auf. Die
optoelektronischen Halbleiterchips 21 sind dazu ausgelegt im
Betrieb elektromagnetische Strahlung zu emittieren. Die
Hauptabstrahlrichtungen der optoelektronischen
Halbleiterchips 21 sind gleich oder ungefahr gleich. Jeder
der optoelektronischen Halbleiterchips 21 ist auf einem
Trager 24 angeordnet. Die Trager 24 sind durchlassig fir die
vom Jjeweils zugehorigen optoelektronischen Halbleiterchip 21

emittierte elektromagnetische Strahlung.

Das optoelektronische Bauteil 20 weist weiter mindestens ein
Verbindungselement 22 auf. Zudem weist das optoelektronische
Bauteil 20 zwei weitere Verbindungselemente 28 auf. Die
Verbindungselemente 22, 28 sind elektrisch leitféahig,
flexibel und dehnbar. Jedes der Verbindungselemente 22, 28
ist in Form einer Feder oder einer Spule ausgebildet und
weist eine Haupterstreckungsrichtung x auf. AuBerdem sind die

Verbindungselemente 22, 28 mit mindestens einem Trager 24
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elektrisch verbunden. In diesem Ausfiihrungsbeispiel sind die
Verbindungselemente 22, 28 elektrisch mit den jeweils
benachbarten Tragern 24 verbunden. Das bedeutet vorzugsweise,
dass jedes Verbindungselement 22, 28 mechanisch mit zwei
Tragern 24 verbunden ist. Somit ist zwischen jeweils zweil
optoelektronischen Halbleiterchips 21 ein Verbindungselement
22, 28 angeordnet. Zudem sind die optoelektronischen
Halbleiterchips 21 jeweils zwischen einem Verbindungselement
22 und einem weiteren Verbindungselement 28 angeordnet.
Insgesamt ist somit eine Vielzahl von optoelektronischen
Halbleiterchips 21 und eine Vielzahl von Verbindungselementen

22, 28 seriell oder in Form einer Kette angeordnet.

Das optoelektronische Bauteil 20 umfasst weiter einen
Formkdrper 23. Der Formkorper 23 umgibt die
optoelektronischen Halbleiterchips 21 und das mindestens eine
Verbindungselement 22 zumindest stellenweise. AuBerdem umgibt
der Formkérper 23 die weiteren Verbindungselemente 28
zumindest stellenweise. Der FormkOrper 23 weist eine
Formmasse auf, welche ein Polymermaterial aufweist. In die
Formmasse konnen Konversionspartikel und/oder Streupartikel
eingebracht sein. Im Formkorper 23 sind Kavitdten 25
gebildet. Die Verbindungselemente 22, 28 sind jeweils in den
zugeordneten Kavitaten 25 angeordnet. Die Kavitaten 25 sind
frei von der Formmasse. In einem Querschnitt, welcher
senkrecht zur Haupterstreckungsrichtung x der
Verbindungselemente 22, 28 verlauft, umgibt eine Kavitat 25
das jeweils zugeordnete Verbindungselement 22, 28

vollstandig.

Das optoelektronische Bauteil 20 umfasst weiter eine
Ummantelung 26. Die Ummantelung 26 umgibt den Formkorper 23

vollstandig.
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Das in Figur 1 gezeigte optoelektronische Bauteil 20 kann
hergestellt werden, indem die optoelektronischen
Halbleiterchips 21 auf den Tradgern 24 bereitgestellt werden.
AuBerdem werden die Verbindungselemente 22, 28 bereitgestellt
und mit den Tragern 24 elektrisch und mechanisch verbunden.
AnschlieBend werden die optoelektronischen Halbleiterchips 21
und die Verbindungselemente 22, 28 zumindest stellenweise mit
dem Formkorper 23 mittels eines GieB- und/oder
Spritzverfahrens umformt. Dazu wird die Formmasse in eine
vorgegebene Form eingebracht und nachfolgend gehédrtet. Vor
dem Umformen der optoelektronischen Halbleiterchips 21 und
der Verbindungselemente 22, 28 mit dem Formkdrper 23 werden

die Kavitdten 25 im Formkdrper 23 ausgebildet.

In Figur 2 ist ein schematischer Querschnitt durch ein
weiteres Ausfiihrungsbeispiel des optoelektronischen Bauteils
20 gezeigt. Im Unterschied zu dem in Figur 1 gezeigten
Ausfihrungsbeispiel sind die Hauptabstrahlrichtungen der
optoelektronischen Halbleiterchips 21 verschieden
voneinander. Dazu sind zwei der Trager 24 mit den
optoelektronischen Halbleiterchips 21 um 180° gedreht zu den
anderen zwei Tragern 24 mit den optoelektronischen
Halbleiterchips 21 angeordnet. Das bedeutet, dass die
Hauptabstrahlrichtungen von zwei benachbarten
optoelektronischen Halbleiterchips 21 entgegengesetzt
zueinander verlaufen. Auf diese Art und Weise kann das
optoelektronische Bauteil 20 elektromagnetische Strahlung in
verschiedene Richtungen emittieren. Die Abstrahlung des

optoelektronischen Bauteils 20 kann homogen sein.

AulBerdem weist das optoelektronische Rauteil 20 im Vergleich

zu dem in Figur 1 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel keine
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Ummantelung 26 auf. Bei der Ummantelung 26 handelt es sich um

eine optionale zusadtzliche Schutzschicht.

In Figur 3 ist ein schematischer Querschnitt durch ein
weiteres Ausfiihrungsbeispiel des optoelektronischen Bauteils
20 gezeigt. Im Vergleich zu dem in Figur 1 gezeigten
Ausfiihrungsbeispiel weist das optoelektronische Bauteil 20

keine Ummantelung 26 auf.

In Figur 4 ist ein schematischer Querschnitt durch ein
weiteres Ausfiihrungsbeispiel des optoelektronischen Bauteils
20 gezeigt. Der Querschnitt verlauft senkrecht zur
Haupterstreckungsrichtung x der Verbindungselemente 22, 28.
Die Ebene des Querschnitts verlduft durch einen der
optoelektronischen Halbleiterchips 21. Der optoelektronische
Halbleiterchip 21 ist auf dem Trager 24 angeordnet. Der
Formkorper 23 umgibt den optoelektronischen Halbleiterchip 21
und den Trager 24. Der Formkérper 23 weist im Querschnitt die
Form eines Kreises auf. Auf den Formkorper 23 ist
stellenweise eine dehnbare reflektierende Schicht 27
aufgebracht. Die dehnbare reflektierende Schicht 27 ist an
einer Seite des Formkdrpers 23 aufgebracht, welche einer
Unterseite 29 des Tragers 24 zugewandt ist, wobei die
Unterseite 29 dem optoelektronischen Halbleiterchip 21
abgewandt ist. Die dehnbare reflektierende Schicht 27 bedeckt
etwa den halben Umfang des Querschnitts durch den Formkérper
23. Daher ist der Formkdrper 23 stellenweise frei von der
dehnbaren reflektierenden Schicht 27. Der Formkdrper 23 ist
an einer dem optoelektronischen Halbleiterchip 21 zugewandten
Seite frei von der dehnbaren reflektierenden Schicht 27. Die
dehnbare reflektierende Schicht 27 ist dazu ausgelegt vom
optoelektronischen Halbleiterchip 21 emittierte

elektromagnetische Strahlung zu reflektieren. Das
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optoelektronische Bauteil 20 strahlt somit nur an der Seite,
welche frei von der dehnbaren reflektierenden Schicht 27 ist,

elektromagnetische Strahlung ab.

In Figur 5 ist die Anwendung des optoelektronischen Bauteils
20 gemdB einem Ausfiihrungsbeispiel in einer Textilie gezeigt.
Das optoelektronische Bauteil 20 ist durch einen Web-Prozess
in die Textilie eingebettet. Bei der Textilie kann es sich um

ein Kleidungsstiick handeln.

In Figur 6A ist eine weitere Anwendung des optoelektronischen
Bauteils 20 gemal einem Ausfihrungsbeispiel gezeigt. In
dieser Anwendung ist eine Vielzahl von optoelektronischen
Bauteilen 20 in einer Leuchte 30 angeordnet. Da die
optoelektronischen Bauteile 20 flexibel und dehnbar sind,

kann eine komplexe Geometrie der Leuchte 30 erreicht werden.

In Figur 6B ist eine weitere Anwendung von optoelektronischen
Bauteilen 20 gemdB einem Ausfihrungsbeispiel in einer Leuchte
30 gezeigt. Auch in diesem Fall ermdglichen die Flexibilitat
und Dehnbarkeit der optoelektronischen Rauteile 20 eine

komplexe Geometrie der Leuchte 30.

In Figur 7A ist ein schematischer Querschnitt durch ein
weiteres Ausfiihrungsbeispiel des optoelektronischen Bauteils
20 gezeigt. Der Aufbau des optoelektronischen Bauteils 20 ist
vereinfacht dargestellt und entspricht dem in Figur 3
gezeigten Aufbau. Das optoelektronische Rauteil 20 weist
insgesamt acht optoelektronische Halbleiterchips 21 auf.
Somit ist eine Vielzahl von optoelektronischen
Halbleiterchips 21 und eine Vielzahl von Verbindungselementen
22, 28 entlang eines Rings angeordnet. Da das

optoelektronische Bauteil 20 flexibel und dehnbar ist, kann
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der Durchmesser des Rings verandert werden, was durch die

vier Pfeile dargestellt ist.

In Figur 7B ist das in Figur 7A gezeigte Ausflihrungsbeispiel
des optoelektronischen Bauteils 20 auf einer Kamera
angeordnet gezeigt. Bei der Kamera handelt es sich zum
Beispiel um eine Kamera von einem Smartphone. Es sind zwei
Kameras mit verschiedenen Durchmessern gezeigt. Da das
optoelektronische Bauteil 20 flexibel und dehnbar ist, kann
es auf beiden Kameras angeordnet werden. Somit kann das
optoelektronische Bauteil 20 bei einer Vielzahl wvon
unterschiedlich groBen Kameras als Blitzlicht verwendet

werden.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102018124751.6, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.



10

WO 2020/074252

Bezugszeichenliste

20:
21:
22
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:

X3

optoelektronisches Bauteil
optoelektronischer Halbleiterchip
Verbindungselement

Formkdorper

Trager

Kavitat

Ummantelung

dehnbare reflektierende Schicht
weiteres Verbindungselement
Unterseite
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauteil (20) mit:

- mindestens zwei optoelektronischen Halbleiterchips (21),
die dazu ausgelegt sind im Betrieb elektromagnetische
Strahlung zu emittieren,

- mindestens einem Verbindungselement (22), welches
elektrisch leitfahig, flexibel und dehnbar ist, und

- einem Formkorper (23), welcher die mindestens zwei
optoelektronischen Halbleiterchips (21) und das mindestens
eine Verbindungselement (22) zumindest stellenweise umgibt,
wobei

- die optoelektronischen Halbleiterchips (21) Jjeweils auf
einem Trager (24) angeordnet sind,

- der Formkdrper an die optoelektronischen Halbleiterchips
und/oder den Trager angeformt ist, und

- im Formkdrper (23) mindestens eine Kavitdt (25) gebildet
ist, und

- das mindestens eine Verbindungselement (22) in der Kavitat

(25) angeordnet ist.

2. Optoelektronisches Bauteil (20) gemd&B Anspruch 1, bei dem
der Formkorper (23) mit einem GieB- und/oder Spritzverfahren

gebildet ist.

3. Optoelektronisches Bauteil (20) gemaB einem der vorherigen
Anspriiche, bei dem die Trager (24) jeweils flir die wvom
jeweils zugehdrigen optoelektronischen Halbleiterchip (21)
emittierte elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise

durchléassig sind.
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4. Optoelektronisches Bauteil (20) gemaB einem der vorherigen
Anspriiche, bei dem das Verbindungselement (22) in Form einer

Feder oder einer Spule ausgebildet ist.

5. Optoelektronisches Bauteil (20) gemaB einem der vorherigen
Anspriiche, bei dem das Verbindungselement (22) mit mindestens

einem der Trager (24) elektrisch verbunden ist.

6. Optoelektronisches Bauteil (20) gemal einem der vorherigen
Anspriiche, bei dem der Formkorper (23) eine Formmasse

aufweist.

7. Optoelektronisches Rauteil (20) gemal dem vorherigen

Anspruch, bei dem die Formmasse ein Polymermaterial aufweist.

8. Optoelektronisches Bauteil (20) gemd@B einem der zwei
vorherigen Anspriche, bei dem in die Formmasse

Konversionspartikel und/oder Streupartikel eingebracht sind.

9. Optoelektronisches Bauteil (20) gemal einem der vorherigen
Anspriiche, bei dem eine aulenseitige Ummantelung (26) den

Formkérper (23) umgibt.

10. Optoelektronisches Rauteil (20) gemal einem der
vorherigen Anspriche, bei dem die optoelektronischen
Halbleiterchips (21) derart angeordnet sind, dass ihre

Hauptabstrahlrichtungen verschieden voneinander sind.

11. Optoelektronisches Rauteil (20) gemal einem der
vorherigen Anspriche, bei dem auf den Formkdrper (23)
stellenweise eine dehnbare reflektierende Schicht (27)

aufgebracht ist.
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12. Optoelektronisches Rauteil (20) gemal einem der
vorherigen Anspriche, bei dem zwischen jeweils zwei
optoelektronischen Halbleiterchips (21) ein

Verbindungselement (22) angeordnet ist.

13. Optoelektronisches Bauteil (20) gemaB einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem die optoelektronischen
Halbleiterchips (21) zwischen einem Verbindungselement (22)

und einem weiteren Verbindungselement (28) angeordnet sind.

14. Optoelektronisches Bauteil (20) gemaB einem der
vorherigen Anspriche, bei dem eine Vielzahl wvon
optoelektronischen Halbleiterchips (21) und eine Vielzahl von

Verbindungselementen (22) seriell angeordnet sind.

15. Optoelektronisches Rauteil (20) gemal einem der
vorherigen Anspriiche, bei dem eine Vielzahl wvon
optoelektronischen Halbleiterchips (21) und eine Vielzahl von
Verbindungselementen (22) entlang eines Rings angeordnet

sind.

16. Optoelektronische Komponente mit:

- einem optoelektronischen Rauteil (20) gemal einem der
vorherigen Anspriiche, und

- einer Energieversorgung, mit welcher das optoelektronische

Bauteil (20) elektrisch verbunden ist.

17. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauteils (20) mit den Schritten:

- Bereitstellen von mindestens zwei optoelektronischen
Halbleiterchips (21) auf jeweils einem Trager (24), wobei die
optoelektronischen Halbleiterchips (21) dazu ausgelegt sind

im Betrieb elektromagnetische Strahlung zu emittieren,
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- Bereitstellen von mindestens einem Verbindungselement (22),
welches elektrisch leitfahig, flexibel und dehnbar ist, und
- zumindest stellenweises Umformen der optoelektronischen
Halbleiterchips (21) und des Verbindungselements (22) mit
einem Formkorper (23), wobei

- vor dem Umformen der optoelektronischen Halbleiterchips
(21) und des Verbindungselements (22) mit dem Formkorper (23)
mindestens eine Kavitdt (25) im Formkdrper (23) ausgebildet
wird, und

- das mindestens eine Verbindungselement (22) in der Kavitat

(25) angeordnet ist.
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